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 要  旨 
近年、携帯電話・PDA等の応用化が進むに連れてⅢ－Ⅴ族化合物半導体の高速・高周波半
導体デバイスが必須である。高周波デバイスの分野ではGaAs系の化合物半導体デバイスは
既に実現されている。GaAs系HBTでは、小型軽量化・高性能化を促進する為にエミッタ層を
InGaPにすることが望ましい。この理由をAlGaAs HBTとInGaAs HBTを比較してみる。InGaAs 
HBTの方が電流密度を上げ出力電力密度を高くしても結晶安定性に優れ小型化に対応可能
である。又、結晶界面特性に優れバイポーラ・トランジスタに特有のオフセット電圧が低
減でき、より電圧動作に有利である。更に温度変化に対する動作性にも優れている。また
より高速動作を可能とするInP系の研究も盛んに行われているが、InP基板はGaAs基板と比
べて高コストであり、最大径が小さいほどの不利な点がある。このこと等の特徴からパワ
ーアンプの性能や信頼性の向上への更なる期待が持たれInGaP/GaAs HBTの作製が必要とな
っている。 
 InGaPは特異な材料特性を有することが知られている。その特性とは、Ga、In原子が<111>
方向に整列するCuPtタイプのordering現象である。また、order、disorderのバンドギャッ
プエネルギー(Eg)は最大で100meVの差が生じることが報告されている。InGaP-on-GaAs界面
とGaAs-on-InGaP界面でのバンド不連続値が異なる結果が数多く報告されている。本研究で
は、HBTの前段階であるdiodeの作製にあった。InGaP-on-GaAs界面（エミッタ・ベース界面）
をオーダリングパラメーターを変化させてorder、disorderを作製し、界面でスペーサーを
用いることによる電気的影響の変化を観測しバンド不連続値との関係や特性の変化のメカ
ニズムを明らかにすることを目的としている。 
 本研究では、MOVPE法を用いてInGaP-on-GaAs界面（エミッタ・ベース界面）の構造を持
つorder diode、disorder diodeを作製した。また2つのことを変化させた。1つは、界面に
おけるガスシーケンス切り替え時間である。もう1つは界面にスペーサーを入れた場合の影
響である。結果は、order・disorderの違いに応じて、電気的特性の変化が同様に観測され
た。しかしバンド不連続値に関しては層の積層条件の違いからordering現象とは違う影響
が見られた。 
  今後は、GaAs/InGaP界面にGaAsP層ができないような方法があるのか、またできたとし
ても特性を悪化させない、むしろ向上するような研究が必要であろう。また今回作製条件
を生かしたGaAs/InGaP HBTの実現が期待される。 
 
